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1. はじめに  Cu2SnS3 (CTS)は脱炭素社会に貢献できる太陽電池材料として有望である。しか

し，CTS 薄膜太陽電池の最高変換効率は 5.24%と未だ低迷しており，改善の余地がある[1]。先

行研究では CTS 薄膜太陽電池において CdS バッファ層堆積時における化学浴堆積法(CBD)時

のチオウレア(TU)濃度が電気特性に与える影響を調査し，TU 濃度は 0.16 M （以後，TU0.16M-

cell）が最適であると示された[2]。加えて，TU0.16M-cell のフォトルミネッセンス(PL)の励起

波長依存性を観測し，バッファ層の堆積に伴って CdCu由来の発光が出現するとわかった[3]。

さらに，CdS 界面付近の PL スペクトルからは励起子(EX)またはバンド端近傍(NBE)発光をほ

とんど観測できなかったことから，p-n 界面付近が高品質とはいえないことが示唆された[3]。

本研究では，TU 濃度の異なる CTS 薄膜太陽電池を PL 観測により，さらに詳細に調べた。 

2. 実験方法  CTS 光吸収層は Mo 上に NaF/Cu/Sn 積層前駆体を堆積し，N2+S 蒸気雰囲気下

において 570°C で硫化処理し得た。CBD において TU 濃度を 0.09, 0.16, 0.23, 0.30 M とした

CdI2-NH3 aq.-CH4N2S 水溶液を用い，湯浴温度 70°C で CTS 膜上に CdS バッファ層を堆積し

た。その後，Al/ZnO:Al/CdS/CTS/Mo/SLG 構造の太陽電池素子を作製した。PL 観測では，励

起光源に波長 445, 532, 890 nm を用い，励起強度および試料温度依存性を調べた。PL は焦点

距離 750 mm のポリクロメーターで分光し，InGaAs-CCD により検出した。 

3. 結果および考察  Figure 1 に TU 濃度の異なる

CTS 太陽電池を波長 445 nm で励起し，p-n 界面

の最表面について調べた低温 PL スペクトルを示

す。全ての試料において EX or NBE 発光は極めて

弱かった。0.86 eV 付近の欠陥由来の発光強度は，

TU0.16M-cell が最も強く，TU0.09M-cell および

TU0.23M-cell は同程度で，TU0.30M-cell が最も弱

く，効率と同様の傾向が見られた。この結果は p-

n 界面状態と電気特性の関係を光学的手法により

解析できることを示唆している[2]。 
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Figure 1 PL spectra of CTS thin film solar 

cells with varying TU concentration. 
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